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基于 ＭＥＭＳ工艺的悬臂共面式气体传感器性能分析
张子立　殷晨波　陶春　朱　斌

（南京工业大学机械与动力工程学院，南京 ２１０００９）

摘要：为了简化制作工艺，使温度分布均匀以及降低功耗，设计了一种基于 ＭＥＭＳ制造工艺的悬臂共面式
ＳｎＯ２气体传感器．使用有限元法对这种传感器及膜结构堆积于硅基底上的封闭膜式气体传感器进行了稳
态热分析，结果表明悬臂共面式传感器拥有更均匀的温度分布和更低的功耗．当最高温度为３８３℃时功耗
仅为７ｍＷ，敏感薄膜上的温差低于１４℃．为解决悬臂易碎的问题，提出了一种新的制造工艺，该过程在正
面刻蚀ＳｉＯ２层形成悬臂结构前沉积ＳｎＯ２敏感薄膜，并采用深反应离子刻蚀的方法对硅基底进行体刻以避
免湿法刻蚀对传感器表面的化学污染．整个过程总共需要４块掩模板．采用旋涂法溶胶凝胶法将掺有Ｆｅ离
子的ＳｎＯ２薄膜沉积于基底上作为敏感元件．该器件对氢气表现出了良好的气敏性能，随着氢气浓度从５０×
１０－６上升到２０００×１０－６，灵敏度逐渐提高，在２０００×１０－６时的灵敏度为３０．
关键词：气体传感器；悬臂共面式；微加工；气敏性能
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